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Dane cze¢sto nazywane sg ztotem XXI wieku. Nic wige dziwnego, ze w ostatnim czasie narodzily si¢
alternatywne sposoby przetwarzania informacji, w tym réwniez takie, ktére co do zasady nasladuje
zachowanie ludzkiego mézgu, a w szczego6lnosci sieci neuronowych i neurondw.

Obliczenia prowadzone z wykorzystaniem sieci neuronowych znane sa juz od blisko 50 lat, jednak
dopiero ostatnio zyskaly ogromng popularnos¢ ze wzgledu na rozwdj algorytméw i wzrost mocy
obliczeniowej komputeréw. Pomimo tego, ze moc obliczeniowa dzisiejszych komputerdw pozostaje
wystarczajaca nawet do tak skomplikowanych zadan jak rozpoznawanie mowy czy obrazéw,
tranzystory — na ktorych oparte sa niemal wszystkie dzisiejsze uktady elektroniki krzemowej — operuja
na logice zupelnie odmiennej o tej, ktéra wykorzystuja neurony. Podczas gdy tranzystor operuje tylko
na logice opartej o dwa stany (logika binarna), komunikacja mi¢dzy neuronami opiera si¢ na logice
wielowartosciowej i logice rozmytej. Istnieje jednak element elektroniczny, ktoéry jest w stanie
emulowa¢ zachowanie neuronoéw — jest nim memrystor.

Memrystor zostal opisany po raz pierwszy w latach 70. XX wieku, ale pierwsza realizacja
eksperymentalna zostata przeprowadzona dopiero w 2008 roku. Obok rezystora, kondensatora i cewki
jest zaliczany do podstawowych elektronicznych elementéw pasywnych, a do jego cech
charakterystycznych nalezy petla histerezy obserwowana podczas pomiaru pradu w funkcji zmiennego
napiecia. Za jej powstanie odpowiada efekt przetaczania rezystywnego, ktorego obecno$¢ sprawia, ze
memrystor wykazuje zachowania analogiczne do neurondw, takie jak uczenie i zapominanie,
plastyczno$¢ synaptyczna i metaplastycznosc.

Ostatnie badania pokazujg, ze w niektorych materiatach memrystywnych przetagczanie moze by¢ takze
modulowane §wiatlem — przyktadem sg hybrydowe perowskity jodkowo-otowiowe. W tych materiatach
za przelaczanie rezystywne najprawdopodobniej migracja anionow i wakancji jodkowych pod
wplywem pola elektrycznego, ktore nastepnie formuja przewodzace filamenty. Mechanizm ten moze
by¢ dodatkowo modulowany $wiattem: energia aktywacji potrzebna do migracji defektow wewnatrz
materiatu zwigksza si¢ pod wptywem oswietlenia, tym samym utrudniajac formacj¢ filamentow. Efekt
ten prawdopodobnie moze by¢ obecny takze w halogenobizmutanach alkiloamoniowych.

Celem projektu jest budowa hybrydowych urzadzen memrystywnych, w ktorych przelaczanie
rezystywne moze by¢ modulowane poprzez swiatlo. W tym celu planowane jest wykorzystanie
hybrydowych zwigzkéw opartych o halogenobizmutany metyloamoniowe, do ktorych zostanie
wprowadzony dodatkowy fotoaktywny zwiazek putapkujacy tadunek — heptazyny. Urzadzenia te
zostang potgczone w proste sieci heuronowe, ktore postuzg do przetwarzania sygnatu i obliczen
neuromorficznych.



